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Le present rapport est le rapport d'examen preiiminaire international, etabli par 1'administration chargee de I'examen 
preiiminaire international en vertu de Particle 35 et transmis au deposant conformement a I'article 36. 

Ce RAPPORT comprend 5 feuilies, y compris la presente feuille de couverture. 

Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. □ un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) feuilies, definies comme suit : 

□ les feuilies de la description, des revendications ou des dessins qui ont et§ modifiees et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilies contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.1 6 et I'instruction administrative 607). 

□ des feuilies qui remplacent des feuilies precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de 1'expose de I'invention qui figure dans la demande 
Internationale telle qu'elle a ete de>osee, comme il est indiqu§ au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplemental. 

b. □ (envoyees au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

6lectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme dechiffrable par ordinateur seulement, comme il est indiquS dans le cadre supplSmentaire relatif au 
listage de la ou des sequences (voir I'instruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 
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Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute\ I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle 

Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibilite d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 
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Demande internationale n° 
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Case No. 1 Base du rapport 



1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est 6tabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete d6pos6e, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est §tabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1.b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4) 

□ Pexamen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
Elements suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office r6cepteur en rgponse a une 
invitation faite conform6ment & Varticle 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
d&posees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -24 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1 -20 telles qu'initialement deposees 

Dessins, Feuilles 

1/8-8/8 telles qu'initialement deposees 



□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entram6 I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a et6 etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et£ considerees 
comme allant au-del& de PexposS de invention tel qu'il a 6te d§pos6, comme il est indiqu6 dans le cadre 
supptementaire (rfegle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des s6quences (preciser) : 

* Si le cas visS au point 4 s 'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
Stre revStues de la mention "remplacS" . 
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Cadre n° V Declaration motivee selon l?article 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibility d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaut6 


Oui: 


Revendications 


1-20 




Non: 


Revendications 




Activite inventive 


Oui: 


Revendications 


1-20 




Non: 


Revendications 




Possibility d'application industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-20 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir feuille separee 
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Concerna nt le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

II est fait reference aux documents suivants : 

D1 : US-A-4 927 770 (SWANSON RICHARD M) 22 mai 1 990 (1 990-05-22) 

D2: SWANSON R M ET AL: "POINT CONTACT SILICON SOLAR CELLS" IEEE 

TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 31, 
no. 5, mai 1 984 (1 984-05), pages 661 -664, XP001 080038 ISSN: 001 8-9383 



Le document D1, qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche de 
I'objet de la revendication 1 , decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce 
document) un precede de fabrication d'un dispositif semi-conducteur comportant les 
etapes suivantes: 

realisation sur une premiere face principale d'un substrat semi-conducteur d'une region 
dopee d'un premier type de conductivite et d'au moins une fenetre delimitant la dite region 
(voir par exemple, D1 , fig. 2e, region 40, et fenetre) 

_depot d'une couche dielectrique sur au moins la fenetre et la premiere zone de 
metallisation (voir D1 , Fig. 2h, element 46) 

_ depot d'une premiere zone de metallisation sur la region dopee (voir D1, fig. 2f element 
44) 

_gravure d'au moins une premiere ouverture dans la couche dielectrique au niveau de la 
fenetre mettant a nu le substrat destinee a accueillir une region dopee d'un second type de 
conductivite tout en amenageant lateralement une portion non dopee du second type de 
conductivite et la region dopee du premier type de conductivite (voir D1 , fig. 2b) 
_dopage du substrat conduisant a la region dopee du second type de conductivite (voir 
D1 , fig. 2d-2h, element 42) 

Le precede du document D1 est aussi connu du document D2. 

L'objet de la revendication 1 differe du precede de D1 en ce que le dep6t de la couche 
dielectrique est realise directement a I'interieur de la fenetre et la couche dielectrique est 
en contact avec le substrat. Par consequent l'objet de la revendication 1 est nouveau, Art. 
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33(2) PCT. 

Le fait de deposer une couche dielectrique sur au moins la fenetre et la couche de 
metallisation donne une plus grande choix dans le design des metallisations ce qui resulte 
en une plus grande flexibility et reduction des couts de fabrication des dispositifs a semi- 
conducteur. Par consequent, I'objet de la revendication 1 est inventif, art. 33(3) PCT. 

Les revendications 2-20 dependent, directement ou indirectement de la revendication 1 et 
satisfont done egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui 
conceme la nouveaute et I'activite inventive, Art. 33(2)(3) PCT. 
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